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はじめに：SiCバイポーラデバイスは順方向通

電させることにより，Shockley 型積層欠陥

（SSF）が生じる．一般に，SSFの発生/進展は

ホールと電子の再結合エネルギーやせん断応

力によるモデルが提案されているが[1]，応力

が SSF にどのような影響を及ぼすかについて

は未知の部分が多い．本研究では，4°オフ n 型

4H-SiC(0001) 基板上に作製された PiN ダイオ

ードを用いて，応力場における帯状 SSF の発

生する閾値電流について評価を行った． 

手法：PiNダイオードに均一な一軸応力を印加

することができる四点曲げによって，圧縮/引

張の各応力場における帯状 SSF の発生閾値電

流を調査した．進展した SSF は特定の条件に

おいて縮小することが知られている[2]．この

ため閾値の評価では，(1)無応力で閾値を測定，

(2)SSF に対し縮小処理，(3)引張/圧縮応力下で

閾値を再測定，という手順を用いることで，同

一の帯状 SSF の閾値を直接比較した．また，

応力印加のため，PiN ダイオードはリン青銅板

へ AuGeで接合し，リン青銅板を四点曲げする

ことで，PiN ダイオードへ応力を印加した． 

結果：Fig.1 に<11-20>及び<1-100>方向にそれ

ぞれ約 300 MPa の圧縮/引張応力を印加した場

合における帯状 SSF 発生閾値電流の測定結果

を示す．<11-20>方向に圧縮応力を印加した

場合，無応力時と比較して SSF 発生閾値電

流が最大 30 A/cm
2低下した（Fig.1a）．また，

<1-100>方向への応力印加では，引張応力を

加えること SSF 発生閾値電流が約 40 A/cm
2

低下し，<11-20>方向へ応力を印加した場合

と逆の挙動を示した（Fig.1b）．今回の結果は

SSF の発生/進展が電流や熱だけでなく，応

力の影響を受ける可能性を示している． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1: Result of threshold current of SSF. The applied stress 

direction (tensile “+”/compressive “-”) is (a) <11-20> and 

(b) <1-100>. 
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